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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月15日(2016.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　間接変換型（図２Ａ）の場合には、画素部１１は、光電変換層１１１Ａ上（受光面側）
に波長変換層１１２を有している。波長変換層１１２は、放射線Ｒradを、光電変換層１
１１Ａの感度域の波長（例えば可視光）に変換するものである。この波長変換層１１２は
、例えばＸ線を可視光に変換する蛍光体（例えば、ＣｓＩ（Ｔｌ添加），Ｇｄ2Ｏ2Ｓ，Ｂ
ａＦＸ（ＸはＣｌ，Ｂｒ，Ｉ等），ＮａＩまたはＣａＦ2等のシンチレータ）からなる。
このような波長変換層１１２は、光電変換層１１１Ａ上に、例えば有機材料またはスピン
オングラス材料等からなる平坦化膜を介して形成されている。光電変換層１１１Ａは、フ
ォトダイオードなどの光電変換素子（後述の光電変換素子２１）を含んで構成されている
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　半導体層１２６は、例えばチャネル層（活性層）１２６ａ、ＬＤＤ(Lightly Doped Dra
in)層１２６ｂおよびＮ+層１２６ｃを含み、例えば非晶質シリコン（アモルファスシリコ
ン）、微結晶シリコンまたは多結晶シリコン（ポリシリコン）等のシリコン系半導体、望
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ましくは低温多結晶シリコン（ＬＴＰＳ：Low Temperature Poly-silicon）により構成さ
れている。あるいは、酸化インジウムガリウム亜鉛（ＩｎＧａＺｎＯ）または酸化亜鉛（
ＺｎＯ）等の酸化物半導体により構成されていてもよい。ＬＤＤ層１２６ｂは、チャネル
層１２６ａとＮ+層１２６ｃとの間に、リーク電流を低減する目的で形成されている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　窒化シリコン膜１３０Ｂの厚みは、酸化シリコン膜１３０Ａの厚みよりも大きくなって
いることが望ましく、例えば１０ｎｍ以上である。これにより、シリコン酸化膜１２９Ｂ
およびシリコン酸化膜１３０Ａの厚みの総和を、例えば６５ｎｍ以下となるように保持し
つつ、所望のゲート容量を形成し易くなる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
（システム制御部１６）
　システム制御部１６は、行走査部１３、Ａ／Ｄ変換部１４および列走査部１５の各動作
を制御するものである。具体的には、システム制御部１６は、各種のタイミング信号（制
御信号）を生成するタイミングジェネレータを有しており、このタイミングジェネレータ
において生成される各種のタイミング信号を基に、行走査部１３、Ａ／Ｄ変換部１４およ
び列走査部１５の駆動制御を行う。このシステム制御部１６の制御に基づいて、行走査部
１３、Ａ／Ｄ変換部１４および列走査部１５がそれぞれ画素部１１内の複数の画素２０に
対する撮像駆動（線順次撮像駆動）を行うことにより、画素部１１から出力データＤout
が取得されるようになっている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　以上のように本実施の形態では、各画素２０から放射線Ｒradに基づく信号電荷を読み
出すためのトランジスタ２２が、基板１１０側から順に、酸化シリコン膜１２９Ｂ、半導
体層１２６、酸化シリコン膜１３０Ａおよび第１ゲート電極１２０Ａとを含む素子構造を
有する。酸化シリコン膜１３０Ａの厚みが、酸化シリコン膜１２９Ｂの厚み以上となるよ
うにしたので、トランジスタ２２の製造歩留まりが良好となる。よって、高信頼性を有す
る素子構造を実現可能となる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　本変形例においても、酸化シリコン膜１３０Ａの厚みが、酸化シリコン膜１２９Ｂの厚
み以上であることにより、上記実施の形態と同等の効果を得ることができる。また、層間
絶縁膜１３２の窒化シリコン膜１３２Ａの厚みが、酸化シリコン膜１３０Ａの厚みよりも



(3) JP 2015-23079 A5 2016.3.31

大きくなっている（例えば１０ｎｍ以上である）ことが望ましい。更に、上記実施の形態
と同様の理由から、半導体層１２６に隣接する酸化シリコン膜１２９Ｂ，１３０Ａの厚み
の合計が、６５ｎｍ以下であることが望ましい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　本変形例においても、酸化シリコン膜１３０Ａの厚みが、酸化シリコン膜１２９Ｂの厚
み以上であることにより、上記実施の形態と同等の効果を得ることができる。また、上記
実施の形態と同様の理由から、層間絶縁膜１３３の窒化シリコン膜１３３Ｂの厚みが、酸
化シリコン膜１３０Ａの厚みよりも大きくなっている（例えば１０ｎｍ以上である）こと
が望ましい。更に、上記実施の形態と同様の理由から、半導体層１２６に隣接する酸化シ
リコン膜１２９Ｂ，１３０Ａの厚みの合計が、６５ｎｍ以下であることが望ましい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図４】
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